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	（54）实用新型名称
     一种光纤光栅元件、电控光纤光栅系统及制备系统
	


	（57）摘要
     本实用新型公开了一种光纤光栅元件，包括光纤和电磁感应材料层，所述电磁感应材料层制备覆盖在所述光纤沿轴向分布的法位光栅调制区上。该光纤光栅元件用于制备光纤光栅无需使用昂贵的仪器设备，极大地节约了设备成本，简化了制备工艺，光纤光栅元件只有放入交变磁场中才会被加热，安全系数大大提高，光纤光栅的写制光谱可实时调制，良品率更高，制备时间可控，有利于实现批量化生产，且可对光纤光栅元件回收重复利用以制备不同的光纤光栅。本实用新型还公开了一种电控光纤光栅系统及制备系统。
	



	权 利 要 求 书


1.一种光纤光栅元件，其特征在于，包括光纤和电磁感应材料层，所述电磁感应材料层制备覆盖在所述光纤沿轴向分布的法位光栅调制区上。
2.一种电控光纤光栅系统，其特征在于，包括权利要求1所述的光纤光栅元件和磁场发生装置，所述磁场发生装置用于产生与所述电磁感应材料层相作用的交变磁场，使所述电磁感应材料层发热进而对所述光纤光栅元件的法位光栅调制区进行加热，以改变所述法位光栅调制区的折射率，形成光纤光栅。
3.根据权利要求2所述的电控光纤光栅系统，其特征在于，还包括输入接头和输出接头，所述输入接头设于所述光纤光栅元件的一端，所述输出接头设于所述光纤光栅元件的另一端，或者，所述输入接头和输出接头设于所述光纤光栅元件的同一端。
4.根据权利要求3所述的电控光纤光栅系统，其特征在于，还包括耦合装置，所述输入接头和输出接头通过所述耦合装置连接于所述光纤光栅元件的同一端。
5.根据权利要求2所述的电控光纤光栅系统，其特征在于，所述磁场发生装置包括磁场发射器和电源控制模块，所述电源控制模块与所述磁场发射器电性连接，以向所述磁场发射器输出交变电流，进而使所述磁场发射器产生所述交变磁场。
6.根据权利要求5所述的电控光纤光栅系统，其特征在于，所述磁场发射器包括一电磁线圈，沿轴向环绕在所述光纤光栅元件外。
7.一种电控光纤光栅的制备系统，其特征在于，包括权利要求2-5中任一所述的电控光纤光栅系统以及
光源发生装置，用于向所述光纤光栅元件内耦合进检测光束；
光谱检测装置，用于接收从所述光纤光栅元件内透射或反射出来的光束，得到所述光纤光栅的实时写制光谱。
8.根据权利要求7所述的电控光纤光栅的制备系统，其特征在于，所述光源发生装置连接于所述光纤光栅元件的一端，所述光谱检测装置连接于所述光纤光栅元件的另一端，或者，所述光源发生装置和光谱检测装置连接于所述光纤光栅元件的同一端。
9.根据权利要求8所述的电控光纤光栅的制备系统，其特征在于，还包括耦合装置，所述光源发生装置和光谱检测装置通过所述耦合装置连接于所述光纤光栅元件的同一端。
10.根据权利要求7所述的电控光纤光栅的制备系统，其特征在于，还包括：
处理控制主机，连接于所述光谱检测装置和磁场发生装置之间，用于根据所述光谱检测装置得到的实时写制光谱对所述磁场发生装置进行自动控制，以自动将所述光纤光栅的实时写制光谱调制为所需写制光谱。


	说 明 书


一种光纤光栅元件、电控光纤光栅系统及制备系统
技术领域
本实用新型涉及光纤传感技术，尤其涉及一种光纤光栅元件、电控光纤光栅系统及制备系统。
背景技术
光纤光栅因具有体积小、熔接损耗小、全兼容于光纤、能埋入智能材料等优点，并且其谐振波长对温度、应变、折射率、浓度等外界环境的变化比较敏感，因此在光纤通信和传感领域得到了广泛的应用。现有的光纤光栅制备方法主要有CO2 激光刻蚀法、电弧放电法、HF湿法刻蚀、周期性形变、振幅掩膜法和飞秒激光直写法等。作为说明，其中比较典型加工方式如下：
CO2 激光刻蚀法：单个激光脉冲通过聚焦镜并照射在光纤上，并且在光纤上架设成像系统来观察光栅刻写过程中光线是否发生形变光栅通过单侧的激光逐点写入，利用开关来控制激光的通断，在一个位置照射后通过轴向移动光纤位置来进行下一个栅区的刻写。此项写制技术优势明显，无需对光纤进行增敏，可以通过电脑方便的控制激光运动轨迹，但是存在一定缺陷，刻写过程中通过电脑操作激光的通断以及光纤的位移，很难保证聚焦激光光斑和光纤每次对准的精确度，不利于光栅刻写的稳定性和一致性。
振幅掩膜法：此种方法的关键在于振幅掩模版，当紫外光透过振幅掩模版对光纤进行横向曝光后，可以诱导光纤内部出现周期性的折射率改变，制成长周期光栅结构。由于长周期性的光纤光栅的周期较大，可以保证掩模版的制作精度，因此容易获得一致性高的符合光谱需求的光栅，故此种方法一直沿用下来并处于制备工艺的主流位置。但是这种方法也存在不少弊端，首先必须采用光敏光纤，而且制成的成品在高温下不稳定，必须对LPG采用退火处理来保证它在高温下能被使用，又因其次振幅掩模版的周期固定，没办法根据需求来灵活的调整周期长度，大大增加了制备成本。
飞秒激光直写法：用物镜聚焦后的飞秒激光焦点入射到掺锗的光纤纤芯中， 被激光照射到的区域折射率会增大，同时平行移动光纤，就会在玻璃内部形成周期性的波导结构。利用飞秒激光直接刻写光纤光栅，可以不需要相位（振幅）掩模板，只需通过控制光斑焦点在光纤纤芯上的相对位置，即可制备任意类型的光纤光栅，但是用于制备长周期性的光纤光栅过程十分复杂，且难以操作，成本大。
实用新型内容
为了解决上述现有技术的不足，本实用新型提供一种光纤光栅元件、电控光纤光栅系统及制备系统，无需使用昂贵的仪器设备，极大地节约了设备成本，简化了制备工艺，光纤光栅元件只有放入交变磁场中才会被加热，安全系数大大提高，光纤光栅的写制光谱可实时调制，良品率更高，制备时间可控，有利于实现批量化生产，且可对光纤光栅元件回收重复利用以制备不同的光纤光栅。
本实用新型所要解决的技术问题通过以下技术方案予以实现：
一种光纤光栅元件，包括光纤和电磁感应材料层，所述电磁感应材料层制备覆盖在所述光纤沿轴向分布的法位光栅调制区上。
一种电控光纤光栅系统，包括上述的光纤光栅元件和磁场发生装置，所述磁场发生装置用于产生与所述电磁感应材料层相作用的交变磁场，使所述电磁感应材料层发热进而对所述光纤光栅元件的法位光栅调制区进行加热，以改变所述法位光栅调制区的折射率，形成光纤光栅。
进一步地，还包括输入接头和输出接头，所述输入接头设于所述光纤光栅元件的一端，所述输出接头设于所述光纤光栅元件的另一端，或者，所述输入接头和输出接头设于所述光纤光栅元件的同一端。
进一步地，还包括耦合装置，所述输入接头和输出接头通过所述耦合装置连接于所述光纤光栅元件的同一端。
进一步地，所述磁场发生装置包括磁场发射器和电源控制模块，所述电源控制模块与所述磁场发射器电性连接，以向所述磁场发射器输出交变电流，进而使所述磁场发射器产生所述交变磁场。
进一步地，所述磁场发射器包括一电磁线圈，沿轴向环绕在所述光纤光栅元件外。
一种电控光纤光栅的制备系统，包括上述的电控光纤光栅系统以及
光源发生装置，用于向所述光纤光栅元件内耦合进检测光束；
光谱检测装置，用于接收从所述光纤光栅元件内透射或反射出来的光束，得到所述光纤光栅的实时写制光谱。
进一步地，所述光源发生装置连接于所述光纤光栅元件的一端，所述光谱检测装置连接于所述光纤光栅元件的另一端，或者，所述光源发生装置和光谱检测装置连接于所述光纤光栅元件的同一端。
进一步地，还包括耦合装置，所述光源发生装置和光谱检测装置通过所述耦合装置连接于所述光纤光栅元件的同一端。
进一步地，还包括：
处理控制主机，连接于所述光谱检测装置和磁场发生装置之间，用于根据所述光谱检测装置得到的实时写制光谱自动对所述磁场发生装置进行控制，以自动将所述光纤光栅的实时写制光谱调制为所需写制光谱。
本实用新型具有如下有益效果：该光纤光栅元件、电控光纤光栅系统及制备系统以不同分布规律的电磁感应材料层进行电磁感应，即可制备出不同的光纤光栅，无需使用昂贵的仪器设备，极大地节约了设备成本，简化了制备工艺，光纤光栅元件只有放入交变磁场中才会被加热，安全系数大大提高，光纤光栅的写制光谱可实时调制，良品率更高，制备时间可控，有利于实现批量化生产，且可回收重复利用。
附图说明
图1为本实用新型提供的电控光纤光栅的制备方法的步骤框图；
图2为本实用新型提供的长周期性的光纤光栅的光纤光栅元件的示意图；
图3为图2所示的长周期性的光纤光栅的透射光谱图；
图4为本实用新型提供的短周期性的光纤光栅的光纤光栅元件的示意图；
图5为图4所示的短周期性的光纤光栅的反射光谱图；
图6为本实用新型提供的非周期性光纤光栅的光纤光栅元件的示意图；
图7为图6所示的非周期性光纤光栅的反射光谱图；
图8为本实用新型提供的电控光纤光栅的制备系统的示意图；
图9为本实用新型提供的电控光纤光栅的另一制备系统的示意图；
图10为本实用新型提供的电控光纤光栅的预处理方法的步骤框图；
图11为图10所示的电控光纤光栅的预处理方法中步骤S1.2的步骤框图；
图12为图10所示的电控光纤光栅的预处理方法中另一步骤S1.2的步骤框图；
图13为图10所示的电控光纤光栅的预处理方法中又一步骤S1.2的步骤框图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型进行详细的说明。
实施例一
如图1、2、4和6所示，一种电控光纤光栅的制备方法，包括如下步骤：
步骤S1：对光纤11进行预处理，以在所述光纤11沿轴向分布的法位光栅调制区上制作覆盖一电磁感应材料层12，形成光纤光栅元件1。
在该步骤S1中，所述电磁感应材料层12可以采用铁、镍、钴等金属或者含有该类金属的氧化物或合金，如：氧化铁、硅钢、不锈钢、铁钴合金、镍钴合金等，这类金属、金属氧化物和合金既具有良好的导电能力，同时也具有良好的导磁能力，另外，稀土或者含有稀土的氧化物或合金也可以用于制作所述电磁感应材料层12。
步骤S2：采用交变磁场与所述电磁感应材料层12相作用，使所述电磁感应材料层12发热进而对所述光纤11的法位光栅调制区进行加热，以改变所述法位光栅调制区的折射率，形成光纤光栅。
在该步骤S2中，所述交变磁场作用于所述电磁感应材料层12时，基于电磁感应原理，可在所述电磁感应材料层12内部形成一电流涡流，所述电流涡流具有热效应，可使所述电磁感应材料层12发热，而基于光纤光热效应，所述法位光栅调制区的折射率在所述电磁感应材料层12的加热下发生改变而形成所述光纤光栅。
由于所述法位光栅调制区的折射率是跟随其温度变化而变化的，故可通过控制所述电磁感应材料层12的发热量来对所述光纤光栅的写制光谱进行调制。因此，该制备方法在步骤S2之后，还包括：
步骤S3：通过控制所述交变磁场将所述光纤光栅的实时写制光谱调制为所需写制光谱。
在该步骤S3中，可通过控制产生所述交变磁场的交变电流来达到控制所述交变磁场的目的，所述交变电流的电流电压强度和交变频率分别对应于所述交变磁场的磁场强度和交变频率，共同决定了所述电磁感应材料层12的发热量，从而决定了所述法位光栅调制区的光栅调制量，即所述光纤光栅的谐振峰值波长和损耗峰强度，而制备调制时间则与所述交变电流的电流电压强度和交变频率负相关，所述交变电流的电流电压强度和交变频率越大，所述光纤光栅的制备调制时间则越少，反之则越大。
故而，可通过控制所述交变电流的电流电压强度和/或交变频率（即所述交变磁场的磁场强度和/或交变频率）来调制所述光纤光栅的谐振峰值波长、损耗峰强度和制备调制时间中至少一种。
具体的，在该步骤S3中，将所述光纤光栅的实时写制光谱调制为所需写制光谱的步骤如下：
步骤S3.1：向所述光纤光栅元件1内耦合进检测光束。
在该步骤S3.1中，向所述光纤光栅元件1内耦合进的检测光束优选为超连续的宽带光束，其检测光谱连续覆盖了较大的波长范围。
步骤S3.2：接收从所述光纤光栅元件1内透射或反射出来的光束，得到所述光纤光栅的实时写制光谱。
在该步骤S3.2中，所述检测光束在所述光纤光栅元件1内的传输过程中，经过所述法位光栅调制区时，一部分检测光束会被所述光纤光栅反射原路返回，形成反射光束，得到反射光谱，另一部分检测光束可透过所述光纤光栅继续向前传输，形成透射光束，得到透射光谱，其中，所述反射光谱和透射光谱是互补的，互补后构成步骤S3.1中的耦合进所述光纤光栅元件1内的检测光束的光谱。
所述光纤光栅的实时写制光谱和所需写制光谱既可采用所述反射光谱来表示，也可采用透射光谱来表示。
步骤S3.3：控制所述交变磁场，将所述光纤光栅的实时写制光谱调制为所需写制光谱。
在该步骤S3.3中，将所述光纤光栅的实时写制光谱与所需写制光谱进行比较，若相同，则结束调制，若不同，则控制所述交变磁场进行变化，重复步骤S3.1-S3.3，直至所述光纤光栅的实时写制光谱与所需写制光谱相同后，结束调制。
由于所述法位光栅调制区的折射率是跟随其温度变化而变化的，因此，所述光纤光栅是非永久性的，当撤去所述交变磁场而所述法位光栅调制区的温度恢复正常后，所述光纤光栅也会消失，所述光纤光栅元件1等同于普通光纤，因此，在每次使用前，都需要先通过上述步骤S2和步骤S3将所述光纤光栅元件1调制出具有所需写制光谱的光纤光栅，并在使用过程中不能撤去所述交变磁场，所述光纤光栅需要一边使用一边调制，以避免所述法位光栅调制区的温度改变导致所述光纤光栅的实时写制光谱发生偏离。
该制备方法可以制作出长周期性的光纤光栅、短周期性的光纤光栅或非周期性光纤光栅。
在一具体实施方式中，如图2所示，所述光纤光栅为长周期性的光纤光栅，其光栅周期Λ=0.5mm，光栅阶数为N，先利用相位匹配公式计算出该长周期性的光纤光栅的谐振波长位置，以确定所述法位光栅调制区沿所述光纤11轴向周期性分布的位置，然后再在沿所述光纤11轴向以0.5mm周期性分布的N个法位光栅调制区上制作覆盖所述电磁感应材料层12，得到所述光纤光栅元件1，接着采用所述交变磁场与所述电磁感应材料层12相作用，对所述法位光栅调制区进行加热使所述光纤光栅元件1形成长周期的光纤光栅，最后将该长周期性的光纤光栅的实时写制光谱调制为如图3所示的透射光谱。
在另一具体实施方式中，如图4所示，所述光纤光栅为短周期性的光纤光栅，其光栅周期Λ=0.1mm，光栅阶数为N，先利用相位匹配公式计算出该短周期性的光纤光栅的谐振波长位置，以确定所述法位光栅调制区沿所述光纤11轴向周期性分布的位置，然后再在沿所述光纤11轴向以0.1mm周期性分布的N个法位光栅调制区上制作覆盖所述电磁感应材料层12，得到所述光纤光栅元件1，接着采用所述交变磁场与所述电磁感应材料层12相作用，对所述法位光栅调制区进行加热使所述光纤光栅元件1形成短周期性的光纤光栅，最后将该短周期性的光纤光栅的实时写制光谱调制为如图5所示的反射光谱。
在又一具体实施方式中，如图6所示，所述光纤光栅为非周期性的光纤光栅，其非周期性的光栅间距依次为Λ1、Λ2、……Λn，光栅阶数为N，同样的，先利用相位匹配公式计算出该非周期性的光纤光栅的谐振波长位置，以确定所述法位光栅调制区沿所述光纤11轴向非周期性分布的位置，然后再在沿所述光纤11轴向以间距为Λ1、Λ2、……Λn非周期性分布的N个法位光栅调制区上制作覆盖所述电磁感应材料层12，以得到所述光纤光栅元件1，然后采用所述交变磁场与所述电磁感应材料层12相作用，对所述法位光栅调制区进行加热使所述光纤光栅元件1形成非周期性的光纤光栅，最后将该非周期性的光纤光栅的实时写制光谱调制为如图7所示的反射光谱。
实施例二
如图10、2、4和6所示，一种电控光纤光栅的预处理方法，可用作实施例一所述的制备方法的步骤S1，包括如下步骤：
步骤S1.1：根据相位匹配公式，确定所需光纤光栅的法位光栅调制区沿光纤11轴向分布的位置。
在该步骤S1.1中，依据长周期性、短周期性或非周期性的光纤光栅对应的相位匹配公式，可计算出对应的光纤光栅的谐振峰值位置。相位匹配公式为本领域的公知常识，故本实施例仅以短周期性的光栅光纤进行如下说明：
短周期性的光栅光纤的相位匹配公式为m*λ B =2*n eff *Λ，该式中m是所需光纤光栅的光栅阶数，λ B 是所需光纤光栅的中心反射波长，n eff 是光纤纤芯的有效折射率，Λ为所需光纤光栅的光栅周期（光栅间距）。根据该相位匹配公式，在确定了所需光纤光栅的光栅周期Λ和光栅阶数m的情况下，可计算出所需光纤光栅的中心反射波长λ B ，反过来，在确定了所需光纤光栅的中心反射波长λ B 的情况下，可计算出所需光纤光栅的光栅周期Λ和光栅阶数m之间的关系。
步骤S1.2：在所述光纤11沿轴向分布的法位光栅调制区上制作覆盖一电磁感应材料层12。
在一具体实施方式中，如图11所示，步骤S1.2包括如下步骤：
步骤S1.2.1：在所述光纤11表面上制作覆盖一绝缘隔热材料层。
在该步骤S1.2.1中，所述绝缘隔热材料层可以但不限于为橡胶、硅胶或塑料等有机材料，这类有机材料既具有良好的绝缘能力，同时也具有良好的隔热能力。
步骤S1.2.2：将覆盖于所述法位光栅调制区上的绝缘隔热材料层进行剥离，使所述法位光栅调制区从所述绝缘隔热材料层中露出。
在该步骤S1.2.2中，所述绝缘隔热材料层可采用切削或CO2激光刻蚀等方式进行局部剥离。
步骤S1.2.3：在露出的法位光栅调制区上制作覆盖所述电磁感应材料层12。
在该步骤S1.2.3中，所述电磁感应材料层12可采用真空镀膜、磁控溅射或喷涂等方式进行制作。在制作时，所述电磁感应材料层12既可仅覆盖于露出的法位光栅调制区上，也可同时覆盖于露出的法位光栅调制区和所述绝缘隔热材料层上。由于所述绝缘隔热材料层的绝缘性能和隔热性能，所述电磁感应材料层12在所述交变磁场中产生的电流和热量均不会向外扩散。
在另一具体实施方式中，如图12所示，步骤S1.2包括：
步骤S1.2.1：在所述光纤11表面上制作覆盖一涂覆材料层。
在该步骤S1.2.1中，所述涂覆材料层需满足与所述电磁感应材料层12可被不同的溶液去除的要求，即存在一种溶液可将所述涂覆材料层溶解或腐蚀，而不可将所述电磁感应材料层12溶解或腐蚀，比如若所述涂覆材料层采用橡胶、硅胶或塑料等有机材料，则容易被有机溶剂溶解，而采用铁、镍、钴等金属或者含有该类金属的氧化物或合金的电磁感应材料层12则难以被有机溶剂溶解。
步骤S1.2.2：将覆盖于所述法位光栅调制区上的涂覆材料层进行剥离，使所述法位光栅调制区从所述涂覆材料层中露出。
在该步骤S1.2.2中，所述涂覆材料层可采用切削或CO2激光等方式进行局部剥离。
步骤S1.2.3：在露出的法位光栅调制区上制作覆盖所述电磁感应材料层12。
在该步骤S1.2.3中，所述电磁感应材料层12可采用真空镀膜、磁控溅射或喷涂等方式进行制作。在制作时，所述电磁感应材料层12既可仅覆盖于露出的法位光栅调制区上，也可同时覆盖于露出的法位光栅调制区和所述涂覆材料层上。
步骤S1.2.4：将剩余的涂覆材料层进行剥离。
在该步骤S1.2.4中，剩余的涂覆材料层在被剥离的同时，可将覆盖于其上的电磁感应材料层12一同带走，仅留下覆盖于所述法位光栅调制区上的电磁感应材料层12。
如上所述，有机溶剂可将采用橡胶、硅胶或塑料等有机材料的涂覆材料层溶解，而难以将所述电磁感应材料层12溶解，故而该步骤S1.2.4中可采用有机溶剂将剩余的涂覆材料层进行剥离。
在又一具体实施方式中，如图13所示，步骤S1.2包括：
步骤S1.2.1：在所述光纤11表面上制作覆盖所述电磁感应材料层12。
在该步骤S1.2.1中，所述电磁感应材料层12可采用真空镀膜、磁控溅射或喷涂等方式进行制作。
步骤S1.2.2：在所述电磁感应材料层表面上制作覆盖一光敏材料层。
在该步骤S1.2.2中，所述光敏材料层可为正性光阻或负性光阻，通过涂覆方式制作。
步骤S1.2.3：对所述光敏材料层进行曝光显影，使覆盖于所述法位光栅调制区之外的电磁感应材料层12从所述光敏材料层中露出。
在该步骤S1.2.3中，采用紫外光透过光刻掩膜版对所述光敏材料层进行曝光，然后通过显影液将所述光敏材料层被曝光的部分或未被曝光的部分去除，正性光阻被曝光的部分可被显影液去除，负性光阻未被曝光的部分可被显影液去除。
步骤S1.2.4：将露出的电磁感应材料层12进行刻蚀去除。
在该步骤S1.2.4中，若所述电磁感应材料层12采用铁、镍、钴等金属或者含有该类金属的氧化物或合金，则可采用酸性溶液将露出的电磁感应材料层12进行刻蚀去除，而剩余的光敏材料层难以被酸性溶液腐蚀。
步骤S1.2.5：将剩余的光敏材料层进行剥离。
在该步骤S1.2.5中，可采用碱性溶液将剩余的光敏材料层进行剥离，而采用铁、镍、钴等金属或者含有该类金属的氧化物或合金的电磁感应材料层12难以被碱性溶液腐蚀。
实施例三
如图2、4和6所示，一种光纤光栅元件1，包括光纤11和电磁感应材料层12，所述电磁感应材料层12制备覆盖在所述光纤11沿轴向分布的法位光栅调制区上。
所述电磁感应材料层12可以采用铁、镍、钴等金属或者含有该类金属的氧化物或合金，如：氧化铁、硅钢、不锈钢、铁钴合金、镍钴合金等，这类金属、金属氧化物和合金既具有良好的导电能力，同时也具有良好的导磁能力，另外，稀土或者含有稀土的氧化物或合金也可以用于制作所述电磁感应材料层12。
实施例四
如图8和9所示，一种电控光纤光栅系统，包括实施例三所述的光纤光栅元件1和磁场发生装置2，所述磁场发生装置2用于产生与所述电磁感应材料层12相作用的交变磁场，使所述电磁感应材料层12发热进而对所述光纤11的法位光栅调制区进行加热，以改变所述法位光栅调制区的折射率，形成光纤光栅。
该电控光纤光栅系统还包括输入接头和输出接头，所述输入接头设于所述光纤光栅元件1的一端，所述输出接头设于所述光纤光栅元件1的另一端，或者，所述输入接头和输出接头设于所述光纤光栅元件1的同一端。
所述磁场发生装置2包括磁场发射器21和电源控制模块22，所述电源控制模块22与所述磁场发射器21电性连接，以向所述磁场发射器21输出交变电流，进而使所述磁场发射器21产生所述交变磁场。
本实施例中，所述磁场发射器21包括一电磁线圈，沿轴向环绕在所述光纤光栅元件1外。
所述输入接头用于连接光源发生装置3，以供所述光源发生装置3向所述光纤光栅元件1内耦合进检测光束；所述输出接头用于连接光谱检测装置4，以供所述光谱检测装置4接收从所述光纤光栅元件1内透射或反射出来的光束，得到所述光纤光栅的实时写制光谱。
当所述输入接头和输出接头设于所述光纤光栅元件1的同一端时，该电控光纤光栅系统还包括耦合装置5，所述输入接头和输出接头通过所述耦合装置5连接于所述光纤光栅元件1的同一端，所述耦合装置5可将入射的检测光束耦合至所述光纤光栅元件1内，将反射回来的光束耦合至所述光谱检测装置4内。
实施例五
如8和9图所示，一种电控光纤光栅的制备系统，不限于应用在实施例一所述的制备方法中，包括实施例四所述的电控光纤光栅系统，以及
光源发生装置3，用于向所述光纤光栅元件1内耦合进检测光束；
光谱检测装置4，用于接收从所述光纤光栅元件1内透射或反射出来的光束，得到所述光纤光栅的实时写制光谱。
所述光源发生装置3连接于所述电控光纤光栅系统的输入接头，所述光谱检测装置4连接于所述电控光纤光栅系统的输出接头。
在一具体实现方式中，如图8所述，所述光源发生装置3连接于所述光纤光栅元件1的一端，所述光谱检测装置4连接于所述光纤光栅元件1的另一端，所述检测光束在所述光纤光栅元件1内的传输过程中，经过所述法位光栅调制区时，部分检测光束会透过所述光纤光栅继续向前传输，所述光谱检测装置4通过接收透射出来的光束，得到透射光谱作为所述光纤光栅的实时写制光谱。
在另一具体实现方式中，如图9所示，所述光源发生装置3和光谱检测装置4连接于所述光纤光栅元件1的同一端，所述检测光束在所述光纤光栅元件1内的传输过程中，经过所述法位光栅调制区时，部分检测光束会被所述光纤光栅反射原路返回，所述光谱检测装置4通过接收反射回来的光束，得到反射光谱作为所述光纤光栅的实时写制光谱。
此时优选地，所述光源发生装置3和光谱检测装置4通过一耦合装置5连接于所述光纤光栅元件1的同一端，所述耦合装置5可将入射的检测光束耦合至所述光纤光栅元件1内，将反射回来的光束耦合至所述光谱检测装置4内。
在调制所述光线光栅的实时写制光谱时，技术人员可根据所述光谱检测装置4得到的实时写制光谱，手动控制所述磁场发生装置2中的电源控制模块22，以控制所述电源控制模块22输出的交变电流，进而控制所述磁场发射器21产生的交变磁场，最终将所述光纤光栅的实时写制光谱调制为所需写制光谱。
当然，该制备系统还可包括一处理控制主机（图中未示出），所述处理控制主机通讯连接于所述光谱检测装置4和磁场发生装置2之间，用于根据所述光谱检测装置4得到的实时写制光谱自动对所述磁场发生装置2的电源控制模块22进行控制，以自动将所述光纤光栅的实时写制光谱调制为所需写制光谱。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制，但凡采用等同替换或等效变换的形式所获得的技术方案，均应落在本实用新型的保护范围之内。
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